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La invención se refiere a un dispositivo semi-j 

conductor que tiene un cuerpo seniiconductor que compren-¡ 

de unaprimera zona de un primer tipo de conductividad i 

adyacente a una superficie plana del cuerpo, una segunda¡ 

zona del segundo tipo de conductividad adyacente a dicha, 

superficie y rodeada totalmente dentro del cuerpo semi- ; 

conductor por la primera zona, terminando la juntura 

p-n entre la primera y la segunda zonas en dicha superfi­

cie, y al menos otra zona del segundo tipo de conductivi­

dad situada al lado de la segunda zona, adyacente a dicha 

superficie y estando totalmente rodeada por la primera 

zona dentro del cuerpo semiconductor, terminando la jun-; 

tura p-n entre la primera y la otra zona en dicha super­

ficie, rodeando la otra zona a la segunda zona, estando 

presente una capa aislante que tiene una ventana de con­

tacto sobre la mencionada superficie plana, estando pro­

vista en dicha ventana una capa de contacto sobre la se­

gunda zona.

Tal dispositivo semiconductor es conocido, ' 

por ejemplo por la patente francesa 1.421.163. Ün este 

dispositivo, la segunda zonaestá rodeada por una o más 

otras zonas, rodeando cada otra zona siguiente a la se­

gunda zona y a las otras zonas procedentes. Usando ta- * 

les otras zonas del segundo tipo de conductividad, lia 

sido posible aumentar considerablemente la tensión de 

ruptura entre la primera y la segunda zona disminuyendo 

la influencia de las condiciones de la superficie sobre 

dicha ruptura. ¡

Se ha encontrado, sin embargo, que en condi­

ciones, tales dispositivos no son estables, dado que du­

rante el funcionamiento del dispositivo en que la jmitu-.

***2*3
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ra p-n entre la primera y la segunda zona está polariza­
da en la dirección inversa, la capa aislante es eléctri­
camente cargada y trata de asumir el potencial de la - 
capa de contacto. Como resultado de esto una capa de 
superficie del segundo tipo de conductividad, una asi 
llamada capa de inversión, puede ser inducida en la 
primera zona, capa que conecta a las otras zonas entre si 
y a la segunda zona a través de un canal de inversión 
de modo que es eliminado el efecto de las mencionadas 
otras zonas y disminuye la tensión de ruptura entre la 
primera y la segunda zonas.

Uno de los objetos de la invención consiste 
en controlar la disminución y la inestabilidad de la 
mencionada tensión de ruptura asociadas con la formación 

I de tales capas de inversión o reducirlas considerable- 
[ mente.
) La invención se basa entre otros, sobre el re­
conocimiento del hecho que la influencia desventajosa 
de las mencionadas capas de invención, puede ser elimi­
nada al menos considerablemente proveyendo una zona 
superficial interruptora de canal entre la segunda zona 
y la primera otra zona y/o entre las otras zonas mutua­
mente, sin reducir con ello considerablemente la tensión

)
de ruptura entre la primera y la segunda zonas.

Por lo tanto, el dispositivo del tipo mencio­
nado en el exordio se caracteriza de acuerdo con la in­
vención porque una zona superficial anular interruptora 
de canal está presente al lado de al menos una otra zo- 
na sobre el lado de la capa de contacto en que medida 
paralelamente a la superficie, la distancia desde la ca­
pa de contacto a la circunferencia externa de la otra -
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zona es mayor que la distancia desde la capa de contac- !
í

to a la circunferencia externa de la zona superficial j 

interruptora de canal que es adyacente a la primera zo- ¡ 

na al menos a lo largo de toda la circunferencia ínter- ; 

na.

i Podría esperarse que como resultado de la pre-

; sencia de tal zona interruptora de canal en la proximi-

i dad inmediata de, o adn adyacente s, una de-las otras

- zonas, la tensión de ruptura entre la otra zona, y la 
! - \
I primera zona y por lo tanto también la tensión de ruptu-

{ ra entre la primera y la segundas zonas se reduciría 
[
! considerablemente. Sin embargo, se ha encontrado sor - 

prendenteciente en la práctica que esto no ocurre. La 

causa de esto es la corriente que, en la condición ope-

j rativa circula en la dirección inversa a través de la
!
I juntura p-n entre la primera y la segunda zonas a lo

I largo de la superficie semiconductora. Como resultado

í de esta corriente inversa el lado de la juntura p-n que

I enfrenta a la segunda zona, el lado interno, entre la

¡ otra zona y la primera zona,es polarizado en la dirección
i
¡ de paso, mientras que el lado externo de dicha juntura
i
; p-n por el contrario, es polarizado en la dirección in-
! i
i versa. Dado que la zona interruptora de canal de acuer- '

¡ do con la invención está situada sobre el lado interno

' de la otra zona, la tensión de ruptura entre la primera

' y la segunda zonas es poco a nada influenciada por la ¡
* *
misma. !

i De acuerdo con la invención la zona interrupto-'.

¡ ra de canal está limitada además a lo largo do toda su

¡ circunferencia interna por la primera zona, mientras que -

3778254-
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; la circunferencia externa cíe la zona interruptora de ca-
}
¡ nal está situada más cerca de la capa de contacto que 

la circunferencia externa de la otra zona. Asi la zona 

j interruptora de canal está alejada de todas las partes 

i de las junturas p-n presentes polarizadas en la dirección 

inversa, de modo que la tensión inversa total en ausen­

cia de la zona interruptora de canal, puede ser distri­

buida sobre las otras zonas.

En relación con el pequeño espacio disponible 

entre la secunda zona y la primera otra zona o entre las 

otras zonas mutuamente adyacentes, la zona de superficie 

interruptora de canal preferiblemente será adyacente a 

dicha otra zona. De acuerdo con otra realización preferi­

da, la distancia desde la ca a de contacto a la circunfe- 

j rencía externa de la zona de superficie interruptora de 

canal, medida paralelamente a la superficie, excede a la 

distanciaudesde la capa de contacto a la otra zona. Como 

resultado de esto, la zona interruptora de canal es par­

cialmente incorporada en la otra zona de modo que se ob- 

tiene otro ahorro de espacio.

Las zonas de superficie interruptoras de canal 

como se ha mencionado precedentemente pueden ser obteni­

das por varios métodos convencionalmente usados en la tec­

nología de semiconductora, por ejemplo aumentando la con­

centración de dopado o la velocidad de recombinación en 

:1a superficie. La zona de superficie interruptora de ca­

nal está formada de manera particularmente ventajosa, por 

.una zona del primer tipo de conductividad que es preferi- 

¡blcmcnte difundida y tiene una resistividad menor que la 

¡primera zona, de modo que no puede formarse allí ningán

28.3.70
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canal de inversión.

La zona interruptora de canal puede estar for- j 

mada aún, de una manera mús simple, por una parte de su- ! 

perficie de la primera zona que está libre de la capa ais-! 

lante como se describe por ejemplo en la patente canadien­

s e  667.423.
¡ De acuerdo con otra realización importante una

;capa conductora está presente sobre la capa aislante y 

'rodeada de manera sustancialmente completa a la capa de

; contacto^ siendo la distancia desde la capa de contacto
i
¡ a dicha otra zona, medida paralelamente a la superficie,

!mayor que"la distancia desde la capa de contacto a la ca- 

! pa óonductora, estando presente medios para aplicar un 

¡ potencial a la capa conductora. ¡Ji es llevada a un po- 

I tencial adecuado, tal capa conductora puede producir una ; 

¡ distribución tal de oampo por inducción en la superficie,, 

¡ que la parte de un canal de inversión ubicada fuera de ; 

j la zona de superficie interruptora de canal es eliminada ' 

} como se describe en la solicitud holandesa na publicada ¡ 

! 6.814.636.
: La invención es particularmente importante en

i aquellos casos en que la primera zona consiste de silicio 

i de tipo p dado que las mencionadas capas de inversión 

j se forma fácilmente en este material, por ejemplo, como 

¡ resultado de oxidación térmica como es común en la fabri-* 

! cación de estructuras planares. '

; La invención además, es particularmente venta-

! josa en un dispositivo en que la primera zona es la zona ; 

! de colector y la segunda zona es la zona de base de un 
! transistor de alta tensión.

!i
i

. t
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La invención se refiere además a un dispositi-¡¡
vo semiconductor como el descrito precedentemente, en 

que están presentes medios para aplicar a la primera y 

la segunda zonas potenciales tales que la juntura pn 

entre dichas zonas es al menos temporariamente polariza­

da en la dirección inversa.

A fin de que la invención pueda ser fácilmente 

llevada a la práctica, a continuación se describirán d e - ' 

talladamente, a titulo de ejemplo, unas pocas realizacio­

nes de la misma, con referencia a los dibujos que se 

acompañan, en que:

Las figuras 1 a 5, son vistas esquemáticas en 

corte do varias realizaciones del dispositivo de acuerdo

con la invención.

Por razones de simplificación, todos los ejem­

plos descritos son elegidos del tipo simétricamente ro­

tacional en relación a la linea U-H en las figuras.

Las figuras son esquemáticas y no están dibu­

jadas a escala, estando particularmente las dimensiones 

en la dirección del espesor grandemente' exageradas por 

razones de claridad. Componentes iguales están indica - 

-dos por los mismos números de referencia*.

La figura 1 es una vista esquemática en corte 

de una parte de un dispositivo semiconductor de acuerdo 

con la invención.

El dispositivo, en el caso presente un tran - 

sistor, comprende un cuerpo semiconductor do silicio que 

tiene una superficie 2 sustancialmente plana. Una primera 

zona de conductividad tipo p 3 y una segunda zona de 

conductividad tipo n 4 son adyacentes a dicha superficie

-7- 377825



2, estando la zona 4 totalmente rodeada por la zona 3 ¡

dentro del cuerpo semiconductor. La juntura p-n 5 entre - 

las zonas 3 y 4 termina en la superficie 2.

Una capa aislante 6 de óxido de silicio que ; 

tiene una ventana de contacto 7 en la que está provista
'a -

una opa de contacto de aluminio 8 sobre la secunda zona 

4, está provista sobre la superficie 2.

El dispositivo mostrado en la figura 1 compren­

de además una zona 9 áe tipo p que está conectada a una 

capa de aluminio 10 a travós de una abertura eifla capa 

de óxido 6. La zona 9 forma la zona de emisor, la zona 

4 forma la zona de baso, y la zona 3 forma la zona de 

colector de un transistor. Una capa metálica 30 estable­

ce un contacto substancialmente óhmico con la zona de 

colector 3 sobre el otro lado de la placa de silicio.

Como se muestra esquemáticamente en la figura 

1, la junta p-n 5 entre las zonas 3 y 4 es polarizada en' 

la dirección inversa en la condición operativa,, míen-  ̂

tras que la juntura p-n 11 entre las zonas 4 y 9 es po­

larizada en la dirección de paso. Entre los terminales 

12 y 13 puede suministrarse una sedal al emisor, sedal 

que puede ser derivada de], colector en forma amplificada y 

por ejemplo, a travós del resistor 14.

A fin do aumentar la tensión de rotura de co­

lector, el dispositivo comprende además una otra zona 

15 de tipo n ubicada al lado de la segunda zona 4* la 

que es adyacente a la superficie 2 y está completamente 

rodeada por la primera zona 3 dentro del rosto del cuer­

po semiconductor. La juntura p-n 17 entre la zona 3 y 

la zona 15 termina tambión en la superficie 2. Lo. zona

„ J  /  /  O ¿  t)



Ir re-'- ?, a la mencionada cegunda zona 4.

,Jc ha encontrado que la tención do ruptura de 

colector del transistor así formado, no es establo en la 

práctica, dado que durante el funcionamiento la capa de 

óxido es clóctricamcnto cargada. Como resultado de esto 

puede formarse una capa de conductividad de tipo n, una 

cana de inversión, en la zona 3 de tipo p en la superfi­

cie, capa que conecta la zona 15 a la zona 4.Como resul­

tado de esto el efecto de la zona 15 es anulado, de modo 

que disminuye la tensión de ruptura entre las zonas 3 y 

4.
Además, cuando la zona 3 es de conductividad 

de tipo p como en ol presente ejemplo, usualmente está 

presente un canal de inversión en la superficie 2 por de­

bajo de la capa de óxido 6., ya sin que se suministren 

tensiones.

A fin de evitar esta disminución de la tensión 

de ruptura de colector, de acuerdo con la invención se 

provee una zona de superficie anular interruptora de ca­

nal 1Ü, en la forma de una zona difundida 18 de tipo p 

que tiene una resistividad menor que la zona 3, al lado 

de la zona 15, sobre ol lado de la capa do contacto 8.

La zona 18 es adyacente a la zona 15. Hedida paralóla - 

mente a la superficie 2, la distancia desde la capa de 

contacto 8 a la circunfcr noia externa de la otra zona 

15 es mayor que la distancia desde la capa de contacto 

8 a lo circunferencia externa de la zona 18. La zona de 

superficie 18 es adyacente a la primera zona 3 a lo lar­

go do toda su circunferencia interna.

La zona 18 de tipo p es difundida simultánea-

377825
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mente con la zona de emisor 9. La concentración de acep-j 

tor de dicha zona es tan alta que no puede formarse ' 

allí ningdn canal de inversión, de modo que un canal de ! 

inversión presente entre las zonas 4 y 5 es interrumpido!

en el área de la zona 18. Como resultado de esto se evi-'
i ,!
- ta el antes descrito efecto desventajoso de tal canal 

i de inversión sobre la tensión de ruptura de la juntura

i p-n 5. . '

¡ ' Dado que en la condición operativa circula una;

} cierta corriente inversa a travóe del cuerpo semi-conduc- '

! tor a lo largo de la superficie 2 (convencionalmente
¡ i
í considerada desde la zona 4 a la zona 3), la juntura 

j p-n 17 sobre el exterior de la zona 15 asociada es pola-
i
¡ rizada en la dirección inversa, mientras que dicha jun- . 

} tura p-n sobre el lado interno de la zona 15, es polari- 

; sada en la dirección de paso. Como resultado de ósto la  ̂

i presencia de la zona 18 altamente dopada tiene poca o ; 

¡ ninguna influencia sobre la tensión de ruptura entre la 

i zona 3 y 4, dado que el efecto de la zona 15 sustancial-' 

' mente no es reducido.

Toda la estructura está rodeada por una zona 

; de superficie 22 de tipo p de modo de interrumpir una ca- 

! pa de inversión formada en el exterior de la zona 15.

El dispositivo descrito puede ser fabricado

25

30

28.3.70

¡ usando las tecnologías planares convencionalmente utili-; 

[ zadas. La zona 3 de tipo p en este ejemplo tiene una re- 

; sistiviuad de 50 Ohm.em. Las zonas 4 y 15 tienen un espe- 

! sor de aproximadamente 10 mi eróme tros y han sido obteni- - 

¡ dos simultáneamente por difusión de fósforo con una con- 

! centración superficial de 10***° at/cm3. Las zonas 9, 18 

i y 22 tienen un espesor de aproximadamente 6 micrómetros

! -  377825
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y han nido obtenidos simultáneamente por la difusión 

de boro con una concentración superficial de 10 at/ 

cm3. El espesor de la capa de óxido 6 es de aproximada­

mente 1 mierómetro, el de las capas de aluminio es de 

aproximadamente 0,5 micrÓmctros. La distancia mdtua de 
las zonas 4 y 15 es de aproximadamente 90 miorómetros, 

el ancho de la zona 15 es de aproximadamente 30 micró- 

metros, la zona 4 tiene un diámetro de, por ejemplo,

200 miorómetros y la zona 9 de 100 miorómetros.

No es necesario que la zona 18 sea adyacente 

a la zona 15 pero esto será preferido, en general, en 

relación con el espacio limitado entre las zonas 4 y 15.

La figura 2 es una vista esquemática en corte 

de otra realización que es sustancialmente igual a la 

realización mostrada en la figura 1, pero en que la zona 

interruptora de canal 18 está parcialmente incorporada 

en la zona 15, de modo que la distancia de la capa de 

contacto 8 a la circunferencia externa de la zona 18, me­

dida paralelamente a la superficie 2, es mayor que la 

distancia desde la capa de contacto 8 a.la otra zona 15. 

Como resultado de esto es ocupado aán menos espacio en- 

._tre las zonas 4 y 15 por la zona 18. Esto es importante, 

dado que en ocasiones dicho espacio puede ser muy peque-; 

no como resultado del dopado elegido. '

La figura 3 es un ejemplo de una realización 

en que la zona de superficie interruptora de canal está 

formada por una parte de superficie 20 de la zona 3, que 

está libre de la capa de' óxido 6. Esta parte de superfi­

cie 20 es formada mordieendo un espacio anular en la ca­

pa de óxido. En las partes de superficie de la zona 3 iio 

cubiertas por óxido, generalmente no se formará ninguna

—11—
377825



capa de inversión, de modo que un canal de inversión, s: 

lo hubiera, será interrumpido por la parte de superficie ! 

anular 20. A diferencia de los ejemplos precedentes, la ' 

fig. 3 no se refiere a un transistor sino a un diodo de 

alta tensión formado por las zonas 3 y 4.

- La figura 4 es una vista esquemática en corte * 

* de un transistor de alta tensión que es similar al mostra- 

í do en la figura 1 con la diferencia de que en este caso,

¡ se provee una segunda otra zona 16 del mismo tipo de oon- 

! ductividad que las zonas 4 y 5? además de la otra-.zona

¡ 15. Entre las zonas 15 y 16 a lo largo de la circunferen-
!
' oia interna de la zona 16, se provee también una zona in-
i
i terruptora de canal 19. Proveyendo varias otras zonas 
!
i iguales a las zonas 15 y 16 la tensión de ruptura de la 

¡ juntura p-n 5 puede ser llevada aproximadumente al valor 

¡ máximo determinado por el dopado de la zona 3.

¡ La figura 5, finalmente, es una vista esquemá-

¡ tioa en corte de otra realización del dispositivo de 

! acuerdo con la invención. En este caso, la estructura 

i semiconductora es sustancialmente igual a la mostrada 

; en la figura 2. Además, sin embargo, se provee una capa 

 ̂ de aluminio 21 que rodea a la capa de contacto 8, sobre

¡ la capa de óxido 6 en que, medida paralelamente a la su-
I
- perficie 2, la distancia desde la capa de contacto 8 a la 

! zona 15 es mayor que la distancia desde la capa de con-

tacto 8 a la capa de aluminio 21 que está conectada a la

! zona 3 a través de la zona 22 altamente dopada que es del

i mismo tipo de conductividad que la zona 3. Como resulta-

, do de esto y si la juntura p-n 5 es polarizada en la di- 
!
¡ recoión inversa, la capa 21 adquiere un potencial tal,

¡ que es contrarrestada la formación de una capa de inver-

¡ 377825



sián en la parte do superficie ubicada debajo de la capa 

21. Jado que tal capada inversión, aunque interrumpida ; 

por la zona 18, puede sor, sin embargo, desventajosa 

por el aumento del área de superficie efectiva de la jun 

tura p-n 5, como resultado de lo cual, por ejemplo se 

forman capacitancias indeseables y no reproduciblcs, la 

realización mostrada en la figura 5 es particularmente 

favorable.

Será evidente que la invención no está limita­

da a los ejemplos descritos, sino que son posibles mu­

chas variaciones para los expertos en el arte sin salir­

se del alcance de la presento invención. Por ejemplo, 

el dispositivo no necesita ser simótricamente rotacio­

nal. Una o varias zonas pueden ser cuadrada, rectangu­

lares, ovales, etc, siendo preferiblemente elegida 

igual la distancia mátua de las varias zonas a lo lar- ; 

go de toda su circunferencia. Los tipos de conductivi­

dad de las varias zonas pueden ser todos ellos reem - 

plazados por los tipos de conductividad opuestos invir-' 

tióndose las tensiones de polarización. Los dopados y 

espesores de las zonas del mismo tipo de conductividad 

.no necesitan ser mutuamente iguales. Si,fuera deseable ; 

las zonas de emisor y de base pueden ser construidas 

como zonas interdigitalos de la manera convencional. Co­

mo materiales semiconductores pueden usarse semiconduc­

tores diferentes del silicio, por ejemplo germanio o 

compuestosIII-V. La capa aislante 6 puede consistir de 

otros materiales que el' óxido de silicio por ejemplo de 

nitruro de silicio, o de varias capas de materiales di­

ferentes ubicadas una sobre la otra, pudiendo las capas



metálicas consistir de materiales diferentes del alumi­

nio. La forma y las dimensiones del dispositivo así co­

mo los dopados pueden variarse dentro de límites amplios 

sin alejarse del alcance de la presente invención.

acoge a los beneficios del arts 51 del vigente Estatuto 

sobre Propiedad Industrial.

cuerpo semiconductor, que comprende una primera zona de 

un primer tipo de conductividad adyacente a una super­

ficie del cuerpo sustancialmonte plana, una segunda zo­

na del segundo tipo de conductividad adyacente a dicha

miconductor por la primera zona, terminando en dicha

superficie la unión jo-R entre la primera y la segunda

zop^¡ y al menos una zona adicional del segundo tipo de 
/'/

^conductividad, situada al lado de la segunda zona, ad­

ecente a dicha superficie y rodeada enteramente por la

5 Esta solicitud que corresponde a la presenta­

da en Holanda el 25 de liar z o de 1.969) H3 6904543, se

10

15-

20

Los puntos de invención propia y nueva que se 

presentan para que sean objeto de esta solicitud de la­

tente de Invención en Espada por VHIKí'H ahos son los si­

guientes:

l.-Un dispositivo semiconductor que tiene un

25 superficie y rodeada enteramente, dentro del cuerpo se-

377825
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primera zona dentro del cuerpo semiconductor, terminan­

do en dicha superficie la uni6n p-n entre las zonas pri­

mera y adicional, rodeando la zona adicional a la segun­

da zona, estando presente una capa aislante que tiene una 

ventana de contacto, sobre dicha superficie plana, en 

cuya ventana está prevista una capa de contacto sobre la 

segunda zona, caracterizado porque una zona de superfi­

cie de interrupción de canal anular, se halla situada 

al menos junto a una zona adicional en el lado de la ca­

pa de contacto, en la cual la distancia desde la capa de 

contacto hasta la circunferencia exterior de la zona 

adicional, medida paralelamente a la superficie, sobrepa­

sa la distancia desde la capa de contacte a la circunfe­

rencia exterior de la zona do superficie de interrupción 

de canal que se une a la primera zona al menos a lo lar­

go de su circunferencia interior completa.

vindicación 1, caracterizado porque la zona de superficie 

de interrupción ¿e canal se une a dicha zona adicional.

vindicación 2, caracterizado porque la distancia desde 

"*ia capa de contacto a la circunferencia.exterior de la 

zona de superficie de interrupción de canal medida para­

lelamente a la superficie, es mayor que la distancia 

desde la capa do contacto a la zona adicional.

4.-Un dispositivo semiconductor segdn una o 

más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 

porque la zona de superficie de interrupción de canal es 

ui%jzona de superficie del primer tipo de conductividad 

/q&é se encuentra preferiblemente difundida y tiene una

2.-Un dispositivo semiconductor segdn la rei-

3.-Un dispositivo semiconductor segán la rei-
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resistividad más baja que la primera zona.

5. - Un dispositivo semiconductor segán una o ¡

más de las reivindicaciones 1 a 3? caracterizado porque ! 

la zona de superficie de interrupción de canal está for-¡ 

mada por una parte de superficie,de la primera zona, [ 

que está libre de la capa aislante. %

6. - Un dispositivo semiconductor segán una o 

más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 

porque la capa conductora está presente sobre la capa 

aislante y rodea sustancialmente la totalidad de la ca­

pa de contacto, siendo la distancia desde la capa de 

contacto a dicha zona adicional, medida paralelamente

a la superficie, mayor que la distancia desde la capa 

de contacto a la capa conductora, estando presentes me­

dios para aplicar un potencial a la capa conductora.

7. - Un dispositivo semiconductor segán una o 

más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 

porque la primera zona consiste en silicio de tipo p  .

8. - Un dispositivo semiconductor segán una o 

más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 

porque la primera zona es la zona de colector y la se­

gunda zona es la zona de base de un transistor.

9. - Un dispositivo semiconductor segán una o ; 

más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado i 

porque están presentes medios para aplicar potenciales a 

las primera y segunda zonas, como resultado de lo cual '

la unión *&=n entre dichas zonas es al menos temooralmen-
/ y "
fizada en sentido inverso.

10.-Un dispositivo semiconductor. ;

;1 /
/

; ! /!'

//
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Taq y como
:
i tccede, representado¡

los fines que se han

se ha descrito en la Memoria que an 

en el dibujo que se acompaña y con: 

especificado. :

Esta I.Iemoria consta de diez y siete hojas es­

critas a máquina por una sola cara.

P.A.

/  /  377825
28.3.70 '' J1.1S/. '17
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